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สมาน คันธรินทร: การวิเคราะหเชิงโครงสรางของฟลมอินเดียมไนไตรดแบบคิวบิกท่ี
ปลูกผลึกดวยวิธีโมเลกุลารบีมเอพิเเทกซี (STRUCTURAL ANALYSIS OF CUBIC 

InN FILMS GROWN BY MOLECULAR BEAM EPITAXY) อ. ท่ีปรึกษา: ผศ. 
ดร. สกุลธรรม เสนาะพิมพ, 81 หนา. 

 
 ในวิทยานพินธนี้ การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางและคุณภาพผลึกของฟลมคิวบิกอินเดียม
ไนไตรด (cubic InN หรือ c-InN) ปลูกผลึกลงบนซับสเตรตระนาบ (001) ดวยวธีิโมเลกุลารบีม
เอพิเเทกซีไดถูกตรวจสอบและวิเคราะหอยางเปนระบบ ผลกระทบจากเง่ือนไขการปลูกผลึก คือ 
สภาวะการปลูกผลึกท่ีมีอินเดียมและไนโตรเจนท่ีมากเกินพอ และช้ันบัฟเฟอรไดถูกพิสูจน จากการ
วัดการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซกําลังแยกสูงและการกระเจิงแบบรามาน เราพบวาฟลมบาง InN ท่ีถูกใช
ในการศึกษาน้ี มีโครงสรางผลึกแบบคิวบิกและประกอบดวยโดเมนยอยของโครงสรางผลึกเฮกซะ-

โกนัลที่วางตวัเอียงเทียบกับระนาบ (001) ผลการทดลองนี้ยืนยันวา โครงสรางผลึกเฮกซะโกนัลได
กอเกิดบนระนาบ {111} และกลายเปนโครงสรางผลึกหลักในฟลม c-InN ท่ีถูกปลูกผลึกภายใต
สภาวะท่ีมีไนโตรเจนมากเกนิพอ ในทางตรงกันขาม ฟลมท่ีมีคุณภาพผลึกสูงกวาและมีการเจือปน
ของโครงสรางผลึกเฮกซะโกนัล ในปริมาณท่ีต่ํากวา ไดถูกปลูกผลึกภายใตสภาวะที่มีอินเดียมมาก
เกินพอ นอกจากน้ีเรายังพบอีกวา สําหรับการใชคิวบิกแกลเลียมไนไตรดเปนช้ันบัฟเฟอรนัน้ 
โครงสรางผลึกเฮกซะโกนัลในช้ันบัฟเฟอรมีอิทธิพลอยางมาก ตอการกอเกิดของโครงสรางผลึกเฮก 

ซะโกนัลและคุณภาพผลึกของช้ันฟลม c-InN ท่ีถูกปลูกผลึกตอเน่ืองบนช้ันบัฟเฟอร ผลการทดลอง
นี้แนะนําวา ช้ันบัฟเฟอรท่ีมีการเจือปนของโครงสรางผลึกเฮกซะโกนัลในปริมาณท่ีต่ําเหมาะสม
สําหรับการปลูกผลึกของฟลม c-InN ท่ีมีคุณภาพผลกึและมีความบริสุทธ์ิของโครงสรางผลึกแบบ
คิวบิกสูง ผลการวิจยัไดแสดงใหเห็นวา เง่ือนไขการปลูกผลึกท่ีมีอินเดียมมากเกนิพอและคุณภาพ
ของช้ันบัฟเฟอร มีบทบาทสําคัญในการปลูกผลึกของฟลม c-InN ใหมีคุณภาพผลึกและความ
บริสุทธ์ิของโครงสรางแบบคิวบิกท่ีสูง โดยปราศจากการกอเกิดของโครงสรางผลึกเฮกซะโกนัล 
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 In the thesis, the structural modification and crystal quality of the cubic InN 

(c-InN) films grown on (001) substrates by molecular beam epitaxy have been 

systematically investigated and analyzed.  The effects of the growth conditions, 

namely In- and N-rich conditions, and the buffer layer are established.  Based on 

high-resolution X-ray diffraction and Raman scattering measurements, we found that 

the InN films used in this study have a cubic structure and contain some amount of 

hexagonal phase subdomains tilted from the (001) plane. These results confirm that 

the hexagonal phase is generated on the cubic {111} planes and becomes dominance 

in the c-InN films grown under the N-rich growth condition.  In contrast, the films 

with higher crystal quality and lower hexagonal phase inclusion were grown under the 

In-rich growth condition.  Furthermore, we also found that, with using c-GaN as a 

buffer layer, the hexagonal phase presented in the buffer layer greatly influences the 

hexagonal phase generation and crystal quality of the c-InN upper films.  This result 

suggests that the buffer layer with lower hexagonal phase incorporation is suitable for 

growing the c-InN layers with high crystal quality and high cubic-phase purity.  These 

results demonstrate that the In-rich growth condition and the crystal quality of the 

buffer layer play an important role in growing high cubic-phase purity c-InN films 

without generation of hexagonal phase structure. 
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